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XTM2600100V 三相栅极驱动器

产品概述

XTM2600 是在一款芯片中同时集成三个100V

独立半桥栅极驱动器，特别适用于高压、高速

MOSFET 驱动。

XTM2600 内置了死区时间和上下管直通保护，

非常有效地阻止半桥电路损坏。为了防止因芯片工

作在较低的电源电压而对功率管产生损害，芯片内

部集成了 VCC/VBS 欠压保护功能。

XTM2600 内置输入信号滤波，防止输入信号

噪声干扰。

产品特征

 高边浮动电压：100V

 逻辑电源：5.5V~18V

 集成三个独立半桥

 输出电流：+1.2A/-2.0A

 3.3V，5V，15V 输入逻辑兼容

 内置 500ns 死区时间

 内置直通保护

 VCC/VBS 欠压保护

 内置输入逻辑滤波功能

 瞬态负压冲击

 输出与输入同相

 封装：TSSOP20/QFN24

典型应用

 电动车、电动工具马达驱动

 三相逆变
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XTM2600100V 三相栅极驱动器

订购信息

产品型号 封装形式 包装数量 工作温度

XTM2600AT1IT TSSOP20 3000/卷盘 -40°C~125°C

XTM2600AQ1IT QFN24-4*4 3000/卷盘 -40°C~125°C

封装引脚定义
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XTM2600100V 三相栅极驱动器

引脚描述

引脚编号
引脚名称 描述

TSSOP20 QFN24

1 22 HIN1 高侧逻辑输入 1

2 23 HIN2 高侧逻辑输入 2

3 24 HIN3 高侧逻辑输入 3

4 1 LIN1 低侧逻辑输入 1

5 2 LIN2 低侧逻辑输入 2

6 3 LIN3 低侧逻辑输入 3

7 4 VCC 低侧逻辑供电电源

- 5 NC. 空脚

8 6 COM 内部逻辑地

- 7 NC. 空脚

- 8 NC. 空脚

9 9 LO3 低侧输出 3

10 10 LO2 低侧输出 2

11 11 LO1 低侧输出 1

12 12 VS3 高侧浮动偏移电压 3

13 13 HO3 高侧输出 3

14 14 VB3 高侧浮动电压 3

15 15 VS2 高侧浮动偏移电压 2

16 16 HO2 高侧输出 2

17 17 VB2 高侧浮动电压 2

18 18 VS1 高侧浮动偏移电压 1

19 19 HO1 高侧输出 1

20 20 VB1 高侧浮动电压 1

- 21 NC. 空脚
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XTM2600100V 三相栅极驱动器

绝对最大额定值

电压超过绝对最大额定值，可能会损坏芯片或者导致芯片工作异常。芯片长时间工作在推荐的工作条件

之上，可能会影响其可靠性。不建议芯片在推荐的工作条件之上长期工作。除非特殊说明，所有管脚均以

COM 作为参考地。

参数 最小值 最大值 单位

高侧浮动绝对电压 VB1,2,3 -0.3 100 V

高侧浮动偏移电压 VS1,2,3 VB1,2,3-20 VB1,2,3+0.3 V

高侧输出电压 VHO1,2,3 VS1,2,3-0.3 VS1,2,3+0.3 V

低侧供电电压 VCC -0.3 20 V

低侧输出电压 VLO1,2,3 COM-0.3 VCC+0.3 V

逻辑输入电压（HIN,LIN） VIN -0.3 20 V

偏移电压压摆率范围 dVS/dt - 50 V/ns

功率耗散@TA≤25°C（TSSOP20）
（Note）

PD - 1.25 W

功率耗散@TA≤25°C（QFN24）（Note） PD - 3 W

热阻（TSSOP20） θJA - 100 °C/W

热阻（QFN24） θJA - 42 °C/W

引脚焊接温度（10s） - 260 °C

结温 Tj - 150 °C

存储温度 Tstg -55 150 °C

Note:在任何情况下，不要超过 PD
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XTM2600100V 三相栅极驱动器

推荐工作条件（所有电压均以 COM 位参考地）

参数 最小值 最大值 单位

高侧浮动绝对电压 VB1,2,3 VS1,2,3+5.5 VS1,2,3+18 V

高侧浮动偏移电压（Note） VS1,2,3 COM-6 60 V

高侧输出电压 VHO1,2,3 VS1,2,3 VB1,2,3 V

低侧供电电压 VCC 5.5 18 V

低侧输出电压 VLO1,2,3 COM VCC V

逻辑输入电压（HIN,LIN） VIN 0 5 V

工作温度 TA -40 125 °C

Note:对于 VBS=15V，为了能使高侧逻辑电路正常工作，VS 的工作电压不能超过（COM-6）V 至 60V 范围。

如果 VS 电压出现在（COM-6）V 至（COM-VBS）范围，低压至高压电平转换电路无法正常传输信号，高侧

逻辑输出被锁定在当前状态。
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XTM2600100V 三相栅极驱动器

静态电特性参数

如无其他说明，否则 TA=25°C，VCC=VBS=15V，VS=COM

Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit

IQVCC1 VCC 静态电流 VHIN1,2,3=VLIN1,2,3=0 or 5V 210 330 450 uA

IVCCOP 动态 VCC 电流 f LIN1,2,3=f HIN1,2,3=20KHz - 1.5 - mA

VCCUV+ VCC 欠压保护正向阈值 2.9 4.2 5.5 V

VCCUV- VCC 欠压保护负向阈值 2.5 3.8 5.1 V

VCCHYS VCC 欠压保护迟滞 - 0.4 - V

VBSUV+ VBS 欠压保护正向阈值 2.5 3.8 5.5 V

VBSUV- VBS 欠压保护负向阈值 2.2 3.5 4.8 V

VBSHYS VBS 欠压保护迟滞 - 0.3 - V

IQBS VBS 静态电流 VBS=15V 25 45 65 uA

ILK 高侧电源漏电流 VB=VS=100V VCC=0V - - 10 uA

VIH 逻辑高电平 2.5 - - V

VIL 逻辑低电平 - - 0.8 V

VIN，TH+ 输入正向阈值 - 1.9 - V

VIN，TH- 输入反向阈值 - 1.4 - V

IIN+ 逻辑高输入偏置电流 VIN=5V - 50 - uA

IIN- 逻辑低输入偏置电流 VIN=0 - 0 - uA

IHO+ 高侧输出“高”短路电流 VHO=VS=0 - 1.2 - A

IHO- 高侧输出“低”短路电流 VHO=VB=15V - 2.0 - A

ILO+ 低侧输出“高”短路电流 VLO=0 - 1.2 - A

ILO- 低侧输出“低”短路电流 VLO=VCC=15V - 2.0 - A

VSN
HIN 信号正常传输到 HO

时可允许负 VS 电压
VBS=15V - -8 - V
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XTM2600100V 三相栅极驱动器

动态电特性参数

如无其他说明，否则 TA=25°C，VCC=VBS=15V，VS=COM

Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit

ton 输出上升沿传输时间 VHIN1,2,3or VLIN1,2,3=5V, VS1,2,3=0 - 120 200 ns

toff 输出下降沿传输时间 VHIN1,2,3or VLIN1,2,3=0, VS1,2,3=0 - 120 200 ns

tr 输出上升时间 VHIN1,2,3or VLIN1,2,3=5V, VS1,2,3=0 - 37 - ns

tf 输出下降时间 VHIN1,2,3or VLIN1,2,3=0, VS1,2,3=0 - 30 - ns

DT 死区时间
VHIN1,2,3or VLIN1,2,3=0 and 5V,
without external dead time 300 500 700 ns

MDT 高低侧死区时间匹配 without external dead time - - 50 ns

MT 高低侧延时匹配 external dead time > 1000ns - - 50 ns

PM 输出脉冲宽度匹配
external dead time >
1000ns,
PWIN=10μs, PM=PWOUT–PWIN

- - 50 ns
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XTM2600100V 三相栅极驱动器

功能框图
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XTM2600100V 三相栅极驱动器

典型应用电路
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XTM2600100V 三相栅极驱动器

开关时间测试标准

传输时间匹配测试标准

直通防止功能

芯片内部设计专门用于防止功率管直通的保护电路，能有效地防止高侧和低侧输入信号受到干扰时造成

的功率管直通损坏。下图表示了直通防止电路如何保护功率管。
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XTM2600100V 三相栅极驱动器

死区时间

芯片内部设置了固定的死区时间保护电路。在死区时间内，高侧和低侧输出均被设置为低电平。所设置

的死区时间必须确保一个功率管关断后，再开启另外一个功率管，有效防止产生上下功率管直通现象。如果

逻辑输入设置的外部死区时间大于芯片内部设置的死区时间，则以逻辑输入设置的外部死区时间为芯片输出

死区时间；如果逻辑输入设置的外部死区时间小于芯片内部设置的死区时间，则芯片输出的死区时间为芯片

内部设置的死区时间。下图描述了死区时间、输入信号和驱动器输出信号的时序关系。
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XTM2600100V 三相栅极驱动器

封装外形图

TSSOP20

Symbol Dimensions In Millimeters

Min Nom Max
A - - 1.20
A1 0.05 - 0.15
A2 0.80 1.00 1.05
b 0.19 - 0.30
c 0.09 - 0.20
e 0.65BSC
D 6.40 6.50 6.60

E 6.4BSC

E1 4.30 4.40 4.50

L 0.45 0.60 0.75

L1 1.00REF

θ 0 - 8°



Rev 1.0 Page 14

XTM2600100V 三相栅极驱动器

封装外形图

QFN24(4X4)

Symbol
Dimensions In Millimeters

Min Typ Max

A 0.70 0.75 0.80

A1 0.00 0.02 0.05

A3 0.20REF

b 0.18 0.25 0.30

D 4.00BSC

E 4.00BSC

D2 2.50 2.65 2.80

E2 2.50 2.65 2.80

e 0.50BSC

L 0.35 0.40 0.45
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